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Sekil. BJT OTA devresi.

Sekildeki bipolar gecis iletkenligi kuvvetlendiricisi kullanilarak, iki kanalli bir ¢ogullayici
gergeklestirilecektir. VCC "5V, -VEE ~ -5V olarak verilmistir. Gergeklestirilecek ¢ogullayici
10kHz frekansli ve darbe-periyot orani %50 olan darbelerle anahtarlanacaktir.
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Devreyi anahtarlama isareti iireteci ile birlikte tasarlayiniz, eleman degerlerini
belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla
b- devrenin ¢alismasini inceleyiniz (bunun i¢in devrenin girislerinden birine 100mV

genlikli ve 1kHz frekansli siniis bi¢imli bir isaret, diger girisine de 500Hz
frekansli ve 200mV genlikli bir isaret uygulaymiz; gecis iletkenligi
kuvvetlendiricilerini iirettiginiz anahtarlama isaretleri ile anahtarlayiniz; dalga
sekillerini inceleyiniz).

Incelemenizi giris isaretlerine farkli genlik degerleri vererek tekrarlaymmiz d) elde
ettiginiz sonuglar1 yorumlayiniz

BJT-OTA ig¢in kullanilabilecek bipolar tranzistor model parametreleri:

MODEL NRI10ON NPN (IS=121E-018 BF=137.5 VAF=159.4 IKF=6.974E-3 ISE=36E-16 + NE=1.713
BR=0.7258 VAR=10.73 IKR=2.198E-3 RE=1 RB=524.6 RBM=25 RC=50 + CJE=0.214E-12 VJE=0.5
MIJE=0.28 CJC=0.983E-13 VIC=0.5 MJC=0.3 XCJC=0.034 + CJS=0.913E-12 VJS=0.64 MJS=0.4 FC=0.5
TF=0.425E-9 TR=0.425E-8 EG= 1.206 + XTB=1.538 XTI=2)

.MODEL PR100N PNP (IS=73.5E-018 BF=110 VAF=51.8 IKF=2.359E-3 ISE=25.1E-16 + NE=1.650
BR=0.4745 VAR=9.96 IKR=6.478E-3 RE=3 RB=327 RBM=24.55 RC=50 + CJE=0.180E-12 VJE=0.5
MJE=0.28 CJC=0.164E-12 VJC=0.8 MJC=0.4 XCJC=0.037

+CJS=1.03E-12 VIS=0.55 MJS=0.35 FC=0.5 TF=0.610E-9 TR=0.610E-8 EG=1.206 + XTB=1.866
XTI=1.7)



